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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 基 板 上 方 に 、 成 長 抑 制 効 果 を 有 す る 物 質 か ら な る 第 ｎ （ た だ し 、 ｎ は １ 以 上 の 正 数 ） の
マ ス ク パ タ ー ン と 第 ｎ の マ ス ク パ タ ー ン を 覆 う よ う に 窒 化 物 半 導 体 膜 と を 形 成 す る 第 ｎ 工
程 と 、 前 記 第 ｎ 工 程 に よ っ て 形 成 さ れ た 前 記 窒 化 物 半 導 体 膜 上 に 成 長 抑 制 効 果 を 有 す る 物
質 か ら な る 第 ｎ ＋ １ の マ ス ク パ タ ー ン と 第 ｎ ＋ １ の マ ス ク パ タ ー ン を 覆 う よ う に 窒 化 物 半
導 体 膜 と を 形 成 す る 第 ｎ ＋ １ 工 程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 第 ｎ 工 程 で 形 成 さ れ る 第 ｎ の マ ス ク パ タ ー ン ｎ ＋ １ の マ ス ク パ タ ー ン が 互 い に ね じ
れ の 関 係 に あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 ｎ の マ ス ク パ タ ー ン の ス ト ラ イ プ 方 向 と 第 ｎ ＋ １ の マ ス ク パ タ ー ン の ス ト ラ イ プ
方 向 が 互 い に １ ２ ０ 度 の 角 度 差 を 持 つ こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 窒 化 物
半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 ｎ の マ ス ク パ タ ー ン の ス ト ラ イ プ 方 向 と 第 ｎ ＋ １ の マ ス ク パ タ ー ン の ス ト ラ イ プ
方 向 が 互 い に ９ ０ 度 の 角 度 差 を 持 つ こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 窒 化 物 半
導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】
　 第 ｎ ＋ １ の マ ス ク パ タ ー ン の ス ト ラ イ プ 幅 が 、

で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 成 長 抑 制 効 果 を 有 す る 物 質 が Ｓ ｉ Ｏ 2 、 又 は 、 Ｓ ｉ Ｎ x で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ か ら ５ の い ず れ か に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 ｎ の マ ス ク パ タ ー ン の ス ト ラ イ プ 方 向 が 、 窒 化 物 半 導 体 結 晶 の ＜ １ － １ ０ ０ ＞ 方
向 あ る い は 、 ＜ １ １ － ２ ０ ＞ 方 向 で あ る こ と を 特 徴 す る 請 求 項 １ か ら ６ の い ず れ か に 記 載
の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】

と 第

ま た は ２ に

ま た は ２ に

第 ｎ の マ ス ク パ タ ー ン の ス ト ラ イ プ 幅 以
上



　 前 記 第 １ の マ ス ク パ タ ー ン 、 第 ２ の マ ス ク パ タ ー ン 、 第 ３ の マ ス ク パ タ ー ン の ス ト ラ イ
プ 方 向 は 、 窒 化 物 半 導 体 結 晶 の ［ １ － １ ０ ０ ］ 、 ［ １ ０ － １ ０ ］ 、 ［ ０ １ － １ ０ ］ 方 向 の
組 み 合 わ せ か ら な る こ と を 特 徴 す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】
　 第 ｎ 工 程 に よ っ て 積 層 さ れ た 窒 化 物 半 導 体 膜 結 晶 が Ａ ｌ x Ｉ ｎ y Ｇ ａ z Ｎ （ ｘ ＋ ｙ ＋ ｚ ＝
１ ； ０ ≦ ｘ ≦ １ 、 ０ ≦ ｙ ≦ １ 、 ０ ≦ ｚ ≦ １ ） で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ８ の い
ず れ か に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 第 ｎ 工 程 に よ っ て 積 層 さ れ た 窒 化 物 半 導 体 膜 、 あ る い は 、 前 記 第 ｎ 工 程 に よ っ て 積
層 さ れ た 窒 化 物 半 導 体 層 上 に 積 層 す る 窒 化 物 半 導 体 膜 が 、 ５ μ ｍ 以 上 の 膜 厚 を 有 す る 厚 膜
窒 化 物 半 導 体 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ９ の い ず れ か に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体
の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 請 求 項 １ か ら １ ０ の い ず れ か に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 を 用 い て 基 板 を 含 む
窒 化 物 半 導 体 構 造 を 形 成 し 、 前 記 窒 化 物 半 導 体 構 造 か ら 少 な く と も 前 記 基 板 を 除 去 す る こ
と に よ っ て 化 物 半 導 体 構 造 の 一 部 を 窒 化 物 半 導 体 基 板 と す る こ と を 特 徴 と す る 窒 化 物
半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】
　 基 板 上 方 に 、 前 記 第 ｎ ＋ １ 工 程 ま で 結 晶 成 長 さ せ た と き 、 第 １ の マ ス ク パ タ ー ン か ら 第
ｎ ＋ １ の マ ス ク パ タ ー ン が 全 体 と し て 基 板 を 覆 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら １ １ の い
ず れ か に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 第 １ と 第 ２ の マ ス ク パ タ ー ン の 、 が 、
そ れ ぞ れ 、 ２ ０ ％ か ら ８ ０ ％ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ７ の い ず れ か に 記 載 の
窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】
　 上 記 請 求 項 １ か ら １ ３ の い ず れ か に 記 載 の を 用 い て 作 製 さ れ た
第 ｎ 工 程 の 窒 化 物 半 導 体 膜 の 上 方 に 形 成 さ れ た 光 を 発 す る 活 性 層 を 有 す る こ と を 特 徴 と す
る 発 光 素 子 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】
　

　 　 【 請 求 項 １ ６ 】
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、 窒

マ ス ク 幅 ／ ピ ッ チ で 定 義 さ れ る マ ス ク 被 覆 率

窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法

前 記 基 板 は 、 サ フ ァ イ ア 基 板 、 Ｇ ａ Ｎ 基 板 、 Ｓ ｉ Ｃ 基 板 、 ス ピ ネ ル 基 板 、 Ｍ ｇ Ｏ 基 板 、
Ｓ ｉ 基 板 ま た は Ｇ ａ Ａ ｓ 基 板 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら １ ３ の い ず れ か に 記 載
の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。

第 １ の マ ス ク パ タ ー ン の マ ス ク 被 覆 率 が 、 第 ２ の マ ス ク パ タ ー ン の マ ス ク 被 覆 率 以 下 で
あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 製 造 方 法 。
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